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Aula pratica-10 (Caracterizagio de um transistor MOS)

Conforme demonstrado nas aulas de teoria, quando o transistor MOS opera em regime de saturag&o, a corrente de
dreno esta relacionada com as tensfes Vgse Vps de acordo com a seguinte equagéo:
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O regime de saturagéo pressupde a seguinte condigao: VDS >
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O valor geralmente adotado para &, que é o coeficiente angular da reta que aproxima a fungéo —F(VCB ) , € zero.
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Lembrando que os valores de V4 € B podem ser obtidos da curva 4 } Iy xVgs -

O parametro 4, por sua vez, pode ser obtido das curvas | x V.

1) Utilizando o circuito integrado CD4007 trace as curvas do transistor MOS de canal-N ressaltado na Fig-1, atribuindo
a tens@o Vgs, pinos 3 e 4, os valores (3V, 4V e 5V), variando a tensé@o Vps, pinos 5 e 4, entre 0 e 10V. Todas as
conexdes indicadas devem ser feitas.
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Fig- 1: Tragar curvas IpxVps parametrizadas por Ves

1.1. Com os dados obtidos, determine os valores de Vy, S e 4 do transistor.

1.2. Utilizando os valores obtidos destes parédmetros na equagdo do transistor, trace as curvas IpxVps para
Vss={3V, 4V e 5V} e compare com os pontos medidos.

1.3. Trace as curvas que relacionam a corrente de dreno I, com a tenséo Vs para trés valores distintos de Vgs
{0V, 0,5V e 0,8V}. A tensdo Vs deve variar regularmente de forma incremental no intervalo ao qual
corresponda a variagdo da corrente de dreno desde 50uA até 500uA.

1.4. Com os dados obtidos, faga uma estimativa dos pardmetros V1, e B para cada valor de Vgs.

1.5. Trace um grafico relacionando V1 com Vps.
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